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В пространстве R
3
 разместим цилиндрический тонкостенный экран 

D(R1<ρ<R2, 0≤φ≤2π, z  ) толщины ∆=R2–R1, ограниченный поверх-

ностями ρ=R1, ρ=R2. Экран выполнен из материала с магнитной про-

ницаемостью μa=μμ0 (μ~10
3
−10

4
). Внутри экрана в области D1(0≤ρ<R1) 

и вне экрана в области D2(ρ>R2) – вакуум (μ=1). Из области D2 на 

экран воздействует постоянное магнитное поле H0 = – grad u0 = – H0ex , 

u0 = H0ρcosφ, H0  – const. Образуются поля: H1 = – grad u1− поле, про-

шедшее в область D1; H = – grad u − поле в слое экрана D; 

2 2gradu  H  − отраженное от экрана поле в D2; u1, u, 2u , u0  − маг-

нитные потенциалы, u2=u0+ 2u . 

Краевая задача. Для заданного потенциала u0 требуется определить 

потенциалы u, u1 , 2u , которые удовлетворяют условиям: 

 ∆uj=0  в Dj,     div(μ grad u)=0  в D,   (1) 
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где зависимость μ =μ(׀grad u׀) имеет специальный вид.  

Для решения задачи построена неявная разностная схема, которая 

решена итерационным методом с помощью матричной прогонки. 

 

Рисунок 1 – Распределение напря-

женности магнитного поля H А/м и 

магнитной проницаемости μ в плен-

ке D при R2=1.1см, ∆=0.18 мм, 

H0=15.9А/м. 

Вычислена эффективность экранирования ЭH0/H1 в зависимости 

от внешнего поля H0, согласующаяся с экспериментом [1]. 
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